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 フリー層にアモルファスCoFeSiB を用いた MTJ において、100%/Oe を超える高い磁場感度を得ることに成
功しているが[1]、低周波領域におけるシグナルノイズ特性は不明であり、検出可能磁場を評価する必要がある。
さらに、従来材料であるNiFeを用いたMTJと比較を行った。 

















ンサ型のMTJの作製を目的に実験を行った。NiFeSiB作製条件として成膜時の投入電力に注目し、30 W - 150W








べての Ru 膜厚において 200%を超える高い TMR 比を観測し、参照として作製した CoFeSiB、NiFe を用いた
MTJと同程度の高いTMR比が得られることが分かった。また、薄いRu膜厚0.4 nm – 0.7 nmの範囲において
CoFeBとNiFeSiBが磁気的に結合し、よりソフトなNiFeSiBの磁気特性を反映したような磁気抵抗曲線が得ら
れた。一方で0.8 nm以上のRu膜厚においてはCoFeBとNiFeSiBの磁気的な結合が弱まることが分かった。 















ンドアニール温度を低減することを目指した。先行研究において、IrMn の交換結合磁場の値は膜厚を 4 nm 程
度まで薄くした場合において変化せず[5]、ブロッキング温度は膜厚を薄くすることが可能であると報告されてい





とし、ピン層 IrMnを6 nmと10 nmとした2種類のMTJについて作製し、磁気センサ特性を評価した。IrMn
膜厚によらず、ピン層とフリー層の磁気特性はほぼ同様の結果となった。また、厚い IrMn の MTJ においては
ピン層の磁気異方性を変化させるために 260℃程度のセカンドアニールが必要だったが、薄い IrMn の MTJ に
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